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Abstract  The testbed for high voltage power device evaluation was developed. This testbed is constituted by special 
device package, aluminum block, etc., and realizes a super-low stray inductance. Moreover, ideal switching property 
evaluation became possible by using this testbed. This testbed is used for measurement of the ultimate performance of a power 
device, construction of a compact model and the advancement of the gate drive. 






















では次に示す 2 つのアプローチを採用している。  
①  ダブルパルス試験（単発試験）評価に限定するこ












図１ スケールダウン・テストベッドの効果  








と寄生キャパシタンスの積（ LS×CS）を Figure of 
Merit(FOM)として比較すると、電流計測用のプローブ
（電流センサ）を含まない 400V クラスの評価用回路
で 1000nHpF 程度であり、300V クラスの集積化電源実
装で電流プローブや受動部品の寄生成分を含まない場






③4.5KV 耐圧をカバーする  
④寄生成分積（LS×CS)1000nHpF を狙う  
（数十 kHz のスイッチングでも寄生成分による損
失レベルが素子の損失に比べ十分低い）  
の 4 点を狙うこととした。通常 4.5kV 耐圧の IGBT／

























成 A は、形成しやすい PCB による平行平板構成とし、
回路構成 B はアルミブロックの切り出しによる立体回
 
図３ 回路構成 A および回路構成 B 概略図  
 
図２ パッケージ構造と圧接機構  
   
 
 
路構成とした。回路構成 A および回路構成 B とそれぞ
れパッケージを含めた寄生インダクタンスと寄生容量
の設計値、回路構成 A は LS:69nH、CS:29pF、回路構成
B は LS:28nH、 CS:25pF であり、双方とも目的の












































図５ 各テストベッドのスイッチング波形  
 
図４ テストベッドの主な構成  









た。波形は回路構成 A・B 共に、電源電圧 1500V、電





160nH、回路構成 B では 50nH となり、2.5 で示した値
とほぼ一致した。  
今回試作した回路構成 Aでは寄生インダクタンスと
















の 3 点を今後進めていく。  
 























図６ 試作したテストベッドと参考文献で紹介されている回路の寄生成分の比較  
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